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【はじめに】水素化アモルファスシリコン製膜に PECVD 法を用いる場合、プラズマ中のラジカ

ルを拡散輸送支配、クラスタをガス流輸送支配となるようにガス流速を制御することで膜中への

クラスタの取り込みを低減させ、低光劣化 a-Si:H 膜を作製できることが示されている 1)。本研究

室ではガス流れを考慮し、加えてバラン給電により低電子温度化および大面積リモート化を実現

し、基板バイアス電位を制御することで、短寿命種や高次クラスタイオンを極力排除した低光劣

化 a-Si:H の大面積製膜法の開発を行っている。本研究では、プラズマパラメータの測定および製

膜・膜分析を通じて、ガス流れやプラズマパラメータが膜質に与える影響を詳細に調べた。 
 

【実験】使用周波数および投入電力は 60 MHz、10-80 mW/cm
2で、使用ガスはモノシランと水素

の混合ガスである。加熱プローブにより電子温度、電子密度、シース電位等を、エネルギー分析

器搭載の四重極型質量分析計により正イオン・ラジカルの組成分析および基板近傍でのイオン衝

撃エネルギーの測定を行った。膜質評価として、フーリエ変換赤外分光 (FT-IR)法による Si-H, 

Si-H2結合密度測定、電子スピン共鳴（ESR）法による欠陥密度等を測定した。 
 

【結果】図 1, 2にラジカル，イオンの測定結果例を示す。バラン給電効果とガス流れ効果により、

低パワーでは高次シランラジカル、高次シランイオンともほとんど膜への混入は見られなかった

が、或るパワー以上では高次シランイオンのみが多量に基板に到達することがわかった。これら

のイオン衝撃エネルギーは基板バイアス電位によりかなり制御できることもわかった。膜質への

効果については講演にて報告する。 
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図 2 高次シランイオンの測定結果例 図 1. 高次シランラジカルの測定結果例 
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